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	210601 1.溫度計與耳溫槍
	  溫度在體溫範圍時，黑體輻射光譜強度的峰值在紅外線。
	  下視丘(hypothalamus)是人體控制體溫的中心，耳膜距離最近。
	2.額鏡、內視鏡(Fiberscope)與光纖(optical fiber)
	  
	3.X光與電腦斷層掃描(CT)
	電腦斷層掃描（Computerized Tomography簡稱CT）是利用X射線旋轉照射人體，再利用電腦的三維技術重建出斷層面的立體影像。
	 

